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123 eV

bei Mn Ka
100 000 cps

XFlash® Detektor 5010 -
exzellente Energieauflosung
im Leichtelementbereich

Der Siliziumdriftdetektor (SDD) XFlash® 5010 setzt mit
seiner hervorragenden Energieauflésung neue Standards
fir die Mikroanalyse. Er bendétigt weder flissigen Stickstoff
noch Wasser zur Kihlung. Analysen kénnen mit dem
Detektor bis zu zehn mal schneller als mit konventionellen
Si(Li)-Detektoren durchgefihrt werden.

Wie alle Detektoren der 5000er Familie wurde der

XFlash® 5010 so konzipiert, dass eine storungsfreie Analyse
auch bei niedrigen Anregungsenergien garantiert ist. Dies
wird durch das geringe Gewicht, die stickstofffreie Peltier-
Kdhlung, die sorgfaltig ausgewahlten Materialien und eine
neue, patentierte Elektronenfalle ermdglicht.

Der neue XFlash® 5010 bietet eine noch bessere
Energieaufldsung als seine Vorgédnger. Er erreicht

123 eV (Mn Ko) selbst bei 100 000 cps oder héheren
Eingangsimpulsraten. Diese ausgezeichnete
Energieaufldsung bei Mangan bringt insbesondere im
Leichtelement- und Niedrigenergiebereich erhebliche
Vorteile. Da der Detektor nicht von storenden Effekten
wie der unvollstandigen Ladungstragersammlung (ICC,
incomplete charge collection) betroffen ist, erreicht er
annahernd den theoretischen Auflésungsverlauf fir
Si-basierte Rontgendetektoren. So werden 46 eV flr die
Kohlenstoff K-Linie und 54 eV fir die Fluor K-Linie erzielt.

Die Grafik zeigt die negative Auswirkung, die ICC auf die
Leistung im Niedrigenergie- bzw. Leichtelementbereich
eines SD Detektors haben kann. Eine exzellente
Energieaufldsung garantiert eine gute Peak-Trennung in
diesem Bereich. Diese ist eine wichtige Voraussetzung
fir optimale qualitative und quantitative Ergebnisse in der
Nanoanalyse mit niedrigen Energien am REM.

Auswirkung von ICC im Niedrigenergiebereich
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Energieauflésung (FWHM) im Niedrigenergiebereich vom XFlash®
5010 und einem anderen SDD (mit einer Auflésung von 129 eV
bei Mn Kay), der von ICC betroffen ist. Die Abweichung des 129 eV
Detektors vom idealen Verlauf ist deutlich erkennbar.



Technische Daten

Energieauflésung 123 eV bei Mn Ka. (46 eV C Ka, 54 eV F Ka)
Ebenfalls verfligbar:

125 eV Mn Ko (48 eV C Ka, 58 eV F Ka)

127 eV Mn Ka (54 eV C Ka, 62 eV F Ka)

129 eV Mn Ka (58 eV C Ka, 66 eV F Kay)

Angaben gemaf’ ISO 15632 : 2002 und garantiert bis 100 000 cps

Detektion von Bor (5) bis Americium (95), Detektion ab Beryllium (4) fir die 125 und 123 eV Versionen verflgbar
Maximale Eingangsimpulsrate von 750 000 cps

10 mm? aktive Detektorflache

Optimierte Elektronenfalle flr storungsfreie Analytik im Niedrigenergiebereich

PeltierKihlung (keine Kihlung mit flissigem Stickstoff oder Wasser erforderlich)

Keine Bildstérungen am REM auf Grund des kompakten Designs, der geringen Masse und der

vibrationsfreien Kihimethode

Kompatibel mit allen REM-Typen

Detektorvergleich
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XFlash® BERR

K Eingangsimpulsrate/kcpsj

Vergleich der Energieaufléosung des XFlash® 5010 und eines anderen
SDDs. Der blaue Balken zeigt den Bereich der Eingangsimpulsrate,
in dem die beste Energieauflosung des XFlash® 5010 garantiert ist
(BERR, best energy resolution range).
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